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摘要(译)

公开了一种微器件转移头和头阵列。在一个实施例中，微器件转移头包括基础衬底，具有侧壁的台面结构，形成在台面结构上方的
电极，以及覆盖电极的介电层。可以将电压施加到微器件转移头和头阵列以从载体衬底拾取微器件并将微器件释放到接收衬底上。
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